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등을 이용하여 이를 방지한다.

                그림 3 더블펄스테스터 회로도

                Fig. 3 Double Pulse Tester block diagram

5. 실험결과

IGBT의 스위칭 특성을 분석하기 위하여 DPT를 구성하였으

며 본 논문에서는 프리휠링 다이오드로 모듈 IGBT의 내부다이

오드를 사용하였다. IGBT는 모듈과 디스크리트 타입의 IGBT를

각각 사용하였으며 모듈IGBT는 ABB사의 5SNG 0250P330305,

디스크리트 IGBT는 IXYS사의 IXBK55N300을 사용하였다. 이

두 스위치의 특성은 아래의 표1과 같다.

표    1 IGBT 특성

Table 1 IGBT Characteristics 

모듈 IGBT 디스크리트 IGBT

(input capacitance) 25.2nF 7.3nF

 (output capacitance) 2 .1nF 0.275nF

(rising time) 195ns 307ns

(falling time) 260ns 268ns

(reverse recovery time) 1.16us 1.9us

모듈 IGBT의 경우 같은 전압 용량에서 큰 전류용량을 가지고

있지만 디스크리트 IGBT에 비해 Input,Output capacitance가 더

크다는 단점을 가지고 있다. 이는 스위치 턴온오프 딜레이 타임

에 영향을 미치며 IGBT 턴오프시 tail current로 인해 스위칭 손

실이 더 커지는 결과를 가져온다. 실험제정수는 표2와 같으며 실

험구성은 그림 4와 같다.

표    2 실험제정수

Table 2 Experiment parameters

 2000V  16.07A

 4.1mH  360uF

실험 결과값은 표3에 나타내었다. 29.52mJ만큼의 에너지 차이

를 보였으며 본 시스템과 같이 2kHz의 스위칭주파수를 가지는

150kVA시스템인 경우 모듈 IGBT의 스위칭 손실전력이

2361.6W만큼 더 발생하며 1.57%의 효율저하를 나타내게 된다.

6. 결론

본 논문에서는 모듈과 디스크리트 타입의 IGBT의 스위칭 특

성을 비교분석한 후 최적의 스위치 선택을 제안하였다. 그 결과

디스크리트 타입의 IGBT 선택이 대용량 반도체 변압기 시스템

에서 유리함을 검증하였고 추후 스위치의 도통손실과 열적 분석

을 통하여 시스템에 최적화된 스위치를 설계할 수 있을 것이다.

표    3 실험결과

Table 3 Experiment result

100%정격 턴온에너지(A) 턴오프에너지(B) 총에너지

모듈IGBT 34.98mJ 36.6mJ 71.58mJ

디스크리트 IGBT 19.51mJ 22.55mJ 42.06mJ

에너지비교(A-B) 15.47mJ 14.05mJ 29.52mJ

그림 4 모듈 IGBT 턴온 전압,전류 파형

     Fig. 4 Module IGBT turn-on voltage, current waveform

     그림 5 디스크리트 IGBT 턴온 전압,전류 파형

     Fig. 5 Discrete IGBT turn-on voltage, current waveform

     그림 6 모듈 IGBT 턴오프 전압,전류 파형

     Fig. 6 Module IGBT turn-off voltage, current waveform

     그림 7 디스크리트 IGBT 턴오프 전압,전류 파형

     Fig. 7 Discrete IGBT turn-off voltage, current waveform
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